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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための熱反応器において、
　中央チャンバを画成する内部多孔性壁であって、
　複数の積層多孔性セクションから形成される内部多孔性壁と、
　前記中央チャンバと流体連通しており、かつガス状廃棄ストリームを前記中央チャンバ
に導入するように適合されている少なくとも１つのガス入口と、
　前記中央チャンバ内に位置決めされており、かつ前記中央チャンバ内で前記ガス状廃棄
ストリームを分解することによって反応生成物を形成するように適合されている熱機構と
、
　前記中央チャンバの前記内部多孔性壁の内面への反応生成物の堆積を減少させるのに十
分な力で前記内部多孔性壁を介して前記中央チャンバに流体を提供するように適合されて
いる流体送出システムと、
　を有する熱反応ユニットを備えており、
　前記多孔性セクションの１つ以上が、
　前記多孔性セクション内で変化する特性と、
　前記内部多孔性壁の少なくとも１つの他の多孔性セクションの特性と異なる特性のうち
の１つ以上を有する熱反応器。
【請求項２】
　前記多孔性チャンバセクションの１つ以上が、前記多孔性チャンバセクションの上部か
ら底部へと増加する熱膨張係数（ＣＴＥ）と、
　前記多孔性チャンバセクションの内部から外部へと増加するＣＴＥを有する、請求項１
に記載の熱反応器。
【請求項３】
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前記多孔性セクションの１つ以上が、前記多孔性セクション内で変化する組成、ドーパン
トタイプおよびドーパント濃度のうちの少なくとも１つ、前記多孔性セクション内で変化
する細孔サイズ、細孔形状および細孔密度のうちの少なくとも１つを有する、請求項１に
記載の熱反応器。
【請求項４】
前記多孔性セクションの１つ以上が、先細りまたは／および円錐形である細孔を有する、
請求項１に記載の熱反応器。
【請求項５】
第１の多孔性セクションが第１の熱膨張係数（ＣＴＥ）を有し、第２の多孔性セクション
が第２のＣＴＥを有し、
　第１の多孔性セクションが第１の純度レベルを有し、第２の多孔性セクションが第２の
純度レベルを有し、
　第１の多孔性セクションが第１のドーピングレベルを有し、第２の多孔性セクションが
第２のドーピングレベルを有する、請求項１に記載の熱反応器。
【請求項６】
削減システムで使用するための装置であって、
　半導体製造プロセスからのガス状廃棄物の分解時に使用するための中央チャンバを画成
する多孔性壁を形成するために前記多孔性チャンバセクションに他の多孔性チャンバセク
ションが積層されるようにする複数の特徴部を有する積層可能な多孔性チャンバセクショ
ンであって、前記多孔性チャンバセクションの内面への反応生成物の移動を削減するため
に前記中央チャンバ内で実行される分解プロセス時に前記多孔性チャンバセクション外部
から前記多孔性チャンバセクションを介して前記中央チャンバへの流体の移送を可能にす
るのに十分な多孔性を有する積層可能な多孔性チャンバセクションを備えており、
　前記多孔性チャンバセクションが、球形、楕円形、三角形、四角形、矩形、多角形、五
角形、六角形および八角形から構成される群より選択される形状を有しており、
　前記多孔性チャンバセクションが、
　　前記多孔性チャンバセクション内で変化する特性と、
　　前記多孔性壁の少なくとも１つの他の多孔性チャンバセクションの特性と異なる特性
の１つ以上を有する装置。
【請求項７】
前記多孔性チャンバセクションが第１のセラミックサブセクションおよび第２のセラミッ
クサブセクションから形成され、
　前記第１のセラミックサブセクションが、前記第２のセラミックサブセクション内に嵌
合し、かつこれに結合するようにサイズ設定される、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
前記多孔性チャンバセクションが、
　前記中央チャンバ内のガスが削減時にサンプリングされるようにする開口、
　削減時に前記多孔性チャンバセクション内の温度を測定するように適合されているセン
サーを収容する開口、
の１つ以上を備える、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
ガスストリームから汚染物質を除去する際に使用するための装置であって、熱反応ユニッ
トを備えており、前記熱反応ユニットは、
　第１の多孔性セラミックリングが第１の熱膨張係数（ＣＴＥ）を有し、第２の多孔性セ
ラミックリングが第２のＣＴＥを有する複数の積層多孔性セラミックリング、　
　第１の多孔性セラミックリングが第１の純度レベルを有し、第２の多孔性セラミックリ
ングが第２の純度レベルを有する複数の積層多孔性セラミックリング、
　第１の多孔性セラミックリングが第１のドーパントレベルを有し、第２の多孔性セラミ
ックリングが第２のドーパントレベルを有する複数の積層多孔性セラミックリング、
のうち１以上から形成される、前記装置。
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【請求項１０】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための装置であって、
　流体を通過させるように適合されている複数の穿孔を有する外部壁と、
　中央チャンバを画成する内部多孔性壁であって、複数の積層多孔性セクションから形成
される内部多孔性壁と、
　前記中央チャンバと流体連通しており、かつガス状廃棄ストリームを前記中央チャンバ
に導入するように適合されている少なくとも１つの廃棄ガス入口と、
　前記中央チャンバ内に位置決めされ、かつ前記中央チャンバ内で前記ガス状廃棄ストリ
ームを分解することによって反応生成物を形成するように適合されている熱機構と、
　前記中央チャンバの前記内部多孔性壁の内面への反応生成物の堆積を減少させるのに十
分な力で、前記外部壁の前記穿孔を介して、かつ前記内部多孔性壁を介して前記中央チャ
ンバに流体を提供するように適合されている流体送出システムと、
　を有する熱反応ユニットを備えており、
　前記外部壁の前記穿孔が、約０．１～約５ｐｓｉの前記熱反応ユニットにわたる圧力低
下を提供する装置。
【請求項１１】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための装置であって、
　流体を通過させるように適合されている複数の穿孔を有する外部壁と、
　中央チャンバを画成する内部多孔性壁であって、複数の積層多孔性セクションから形成
される内部多孔性壁と、
　前記中央チャンバと流体連通しており、かつガス状廃棄ストリームを前記中央チャンバ
に導入するように適合されている少なくとも１つの廃棄ガス入口と、
　前記中央チャンバ内に位置決めされており、かつ前記中央チャンバ内で前記ガス状廃棄
ストリームを分解することによって反応生成物を形成するように適合されている熱機構と
、
　前記中央チャンバの前記内部多孔性壁の内面への反応生成物の堆積を減少させるのに十
分な力で、前記外部壁の前記穿孔を介して、かつ前記内部多孔性壁を介して前記中央チャ
ンバに流体を提供するように適合されている流体送出システムと、
　を有する熱反応ユニットを備えており、
　前記流体送出システムが、水、蒸気、空気、クリーンドライエア、クリーン富化空気、
酸素富化空気、酸素減損空気、不活性ガス、試薬、酸化剤および減損空気の１つ以上を提
供するように適合されており、
　前記流体送出システムが、約６００ｐｓｉｇ以下の圧力で流体を提供するように適合さ
れている装置。
【請求項１２】
前記流体送出システムが、周期的パルスで流体を提供するように適合されている、請求項
１１に記載の装置。
【請求項１３】
前記流体送出システムが、約１００ｐｓｉｇ未満の圧力で流体を提供するように適合され
ている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための方法であって、
　流体を通過させるように適合されている複数の穿孔を有する外部壁と、
　中央チャンバを画成する内部多孔性壁であって、複数の積層多孔性セクションから形成
される内部多孔性壁と、
　前記中央チャンバと流体連通しており、かつガス状廃棄ストリームを前記中央チャンバ
に導入するように適合されている少なくとも１つの廃棄ガス入口と、
　前記中央チャンバ内に位置決めされ、かつ前記中央チャンバ内で前記ガス状廃棄ストリ
ームを分解することによって反応生成物を形成するように適合されている熱機構と、
　前記中央チャンバの前記内部多孔性壁の内面への反応生成物の堆積を減少させるのに十
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分な力で、前記外部壁の前記穿孔を介して、かつ前記内部多孔性壁を介して前記中央チャ
ンバに流体を提供するように適合されている流体送出システムと、
　を有する熱反応ユニットを提供するステップであって、
　前記外部壁の前記穿孔が、約０．１～約５ｐｓｉの前記熱反応ユニットの圧力低下を提
供するステップと、
　前記半導体デバイス製造プロセスを削減するために前記熱反応ユニットを使用するステ
ップと、
を備える方法。
【請求項１５】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための方法であって、
　流体を通過させるように適合されている複数の穿孔を有する外部壁と、
　中央チャンバを画成する内部多孔性壁であって、複数の積層多孔性セクションから形成
される内部多孔性壁と、
　前記中央チャンバと流体連通しており、かつガス状廃棄ストリームを前記中央チャンバ
に導入するように適合されている少なくとも１つの廃棄ガス入口と、
　前記中央チャンバ内に位置決めされており、かつ前記中央チャンバ内で前記ガス状廃棄
ストリームを分解することによって反応生成物を形成するように適合されている熱機構と
、
　前記中央チャンバの前記内部多孔性壁の内面への反応生成物の堆積を減少させるのに十
分な力で、前記外部壁の前記穿孔を介して、かつ前記内部多孔性壁を介して前記中央チャ
ンバに流体を提供するように適合されている流体送出システムと、
　を有する熱反応ユニットを提供するステップであって、
　前記流体送出システムが、水、蒸気、空気、クリーンドライエア、クリーン富化空気、
酸素富化空気、酸素減損空気、不活性ガス、試薬、酸化剤および減損空気の１つ以上を提
供するように適合されており、
　前記流体送出システムが、約６００ｐｓｉｇ以下の圧力で流体を提供するように適合さ
れているステップと、
　前記半導体デバイス製造プロセスを削減するために前記熱反応ユニットを使用するステ
ップと、
を備える方法。
【請求項１６】
電子デバイスを製造するためのシステムであって、
　１つ以上の処理ツールと、
　前記処理ツールから汚染物質を削減するための削減システムであって、各チャンバが複
数の入口ポートを含む複数のチャンバを含む、削減システムと、
　前記１つ以上の処理ツールの汚染物質出口ポートを前記削減システムの前記複数の入口
ポートに結合するためのマニホルドと、
を備えるシステム。
【請求項１７】
電子デバイスを製造するためのシステムであって、
　複数の処理ツールと、
　前記処理ツールから汚染物質を削減するための削減システムであって、各チャンバが複
数の入口ポートを含む複数のチャンバを含む、削減システムと、
　前記複数の処理ツールの汚染物質出口ポートを前記削減システムの前記チャンバの前記
複数の入口ポートに選択的に結合するためのマニホルドと、
を備えるシステム。
【請求項１８】
前記マニホルドが、前記個別チャンバの使用可能性に基づいて前記削減システムのチャン
バに汚染物質を向けるように適合されている、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
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前記チャンバの各々の前記複数の入口ポートが少なくとも１つの一次入口ポートおよび少
なくとも１つのバックアップ入口ポートを含み、
　前記バックアップ入口ポートが前記マニホルドに結合されており、かつ使用不可能なチ
ャンバから再度向けられた汚染物質を受け取るのに使用可能である、請求項１６または１
７に記載のシステム。
【請求項２０】
前記複数の処理ツールの各々が前記チャンバの１つ以上と関連付けられ、
　前記複数のチャンバの１つ以上が、前記処理ツールのいずれとも関連付けられていない
バックアップチャンバと指定され、
　前記バックアップチャンバは、処理ツールと関連した前記チャンバのうちの１つが使用
不可能になる場合にのみ汚染物質を前記バックアップチャンバに向けるように適合されて
いる前記マニホルドを介して前記処理ツールの各々に結合されている複数の入口ポートを
含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２１】
前記削減システムの前記チャンバが上部熱反応チャンバおよび下部反応チャンバを含み、
　前記上部熱反応チャンバが、
　外部壁と、
　中央分解・変換チャンバを画成する内部多孔性壁と、
　１つ以上の流体を前記中央分解・変換チャンバに導入するための流体入口と、
　前記ガス状廃棄ストリームを分解および変換して反応生成物を形成するための熱手段と
、
　前記ガス状廃棄ストリームを前記上部熱反応チャンバに通すための廃棄ガス入口と、
を含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２２】
前記下部反応チャンバが、
　前記中央分解・変換チャンバと流体連通しているガスストリーム流チャンバと、
　酸化剤を前記ガスストリーム流チャンバに導入するように配置されている少なくとも１
つの酸化剤入口と、
を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
前記廃棄ガス入口が、前記中央分解・変換チャンバ内に終端する導管を含み、
　前記中央分解・変換チャンバ内に終端する前記導管の一部が、前記導管の端部から突出
して火炎形成用チューブ内でチャンバを画成する前記チューブ内に配置されている
請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための装置であって、
　各チャンバが複数の廃棄ストリーム入口ポートを含む複数のチャンバと、
　複数の処理ツールの汚染物質出口ポートを前記チャンバの前記複数の廃棄ストリーム入
口ポートに選択的に結合するためのマニホルドと、
を備える装置。
【請求項２５】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための装置であって、
　中央チャンバを画成する内部多孔性壁であって、複数の積層セラミックセクションから
形成されており、前記積層セラミックセクションのうちの少なくとも１つが前記中央チャ
ンバの内容物の特徴を検知できるように適合されている内部多孔性壁と、
　前記中央チャンバと流体連通しており、かつガス状廃棄ストリームを前記中央チャンバ
に導入するように適合されている少なくとも１つの廃棄ガス入口と、
　前記中央チャンバ内に位置決めされており、かつ前記中央チャンバ内で前記ガス状廃棄
ストリームを分解することによって反応生成物を形成するように適合されている熱機構と
、
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　前記中央チャンバの前記内部多孔性壁の内面への反応生成物の堆積を減少させるのに十
分な圧力で前記内部多孔性壁を介して前記中央チャンバに流体を提供するように適合され
ている流体送出システムと、
　を有する熱反応ユニットを備える装置。
【請求項２６】
前記複数の積層セラミックセクションのうちの１つ以上が、１つ以上のセンサーに空間を
提供する空隙を含み、
　前記空隙が積層セラミックセクション内に配置されており、かつ温度センサーを含有す
るのに適している、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
前記複数の積層セラミックセクションのうちの１つ以上が、１つ以上のセンサーに空間を
提供するスルーホールを含み、前記スルーホールが、ＮＯＸセンサー、圧力センサー、温
度センサー、流量センサーおよび放射センサーのうちの少なくとも１つを含有するのに適
するように配置されている、請求項２５に記載の装置。
【請求項２８】
前記複数の積層セラミックセクションのうちの１つ以上は、サンプルが前記熱反応ユニッ
トから抽出されるように適合されているポートを含む、請求項２５に記載の装置。
【請求項２９】
半導体製造プロセスの削減時に使用するための装置であって、
　中央チャンバを画成する内部多孔性壁であって、複数の積層セラミックセクションから
形成される内部多孔性壁と、
　前記中央チャンバと流体連通しており、前記中央チャンバにガス状廃棄ストリームを導
入するように適合されており、また前記チャンバの前記内部多孔性壁から前記ガス状廃棄
ストリームをそらすように配置されている少なくとも１つの廃棄ガス入口と、
　前記中央チャンバ内に位置決めされており、かつ前記中央チャンバ内で前記ガス状廃棄
ストリームを分解することによって反応生成物を形成するように適合されている熱機構と
、
　前記中央チャンバの前記内部多孔性壁の内面への反応生成物の堆積を減少させるのに十
分な圧力で前記内部多孔性壁を介して前記中央チャンバに流体を提供するように適合され
ている流体送出システムと、
　を有する熱反応ユニットを備える装置。
【請求項３０】
前記廃棄ガス入口の角度が調整可能である、請求項２９に記載の装置。
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